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Rezumat:
Invenţia se referă la tehnologia semiconductorilor şi poate fi utilizată la obţinerea straturilor epitaxiale de fosfură de indiu cu

parametrii electrofizici dirijabili.
Pentru excluderea pierderilor de material al sursei în procesul de saturaţie a ei cu fosfor şi asigurarea dirijabilităţii compoziţiei

fazei gazoase prin intermediul procedeului solicitat, care include pregătirea utilajului, decaparea chimică a substraturilor, purjarea
reactorului cu hidrogen, termostatarea triclorurii, încălzirea sursei şi a substraturilor, decaparea gazoasă a substraturilor, creşterea
straturilor se efectuează utilizând concomitent sursele de indiu lichid şi fosfură de indiu solidă, amplasate în canale diferite.

Rezultatul tehnic al invenţiei constă în reducerea considerabilă a pierderilor de indiu în procesul de saturaţie a lui cu fosfor şi
ameliorarea reproductibilităţii parametrilor electrofizici ai straturilor epitaxiale, datorită dozării dirijate a elementelor în fază gazoasă.
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